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【はじめに】Ge 膜を低温で結晶化できる金属

誘起法について多くの報告がある[1,2]。また、

めっき法により堆積した Ge膜を用いて SiGe

を形成した報告がある[3]。今回、めっき法に

より堆積した Ge 膜[4]に金属誘起法を試みた

ので報告する。 

【実験方法】めっきは、60℃のホットバス中に

置いためっき浴中に、無極性のポリピレング

リコール溶媒に四塩化ゲルマニウム(GeCl4)

を 7vol%溶解させた溶液をいれ、電極間隔は

1cmで行っている。用いた基板は石英基板や

表面を 100nm 熱酸化した Si 基板を用いた。

めっき時に電極となる Ti と Cu をそれぞれ

15nmおよび 50nm蒸着により堆積した。堆積

した Ge膜は 50nmである。熱処理は N2中で

行った。 

【実験結果】Fig.1 にアニール時間を変化させ

たときの XRD 測定結果を示す。アニール温

度は 150℃である。めっき電極用の Cu（111）

のピークが時間とともに減少するのに対し

て Ge(220)ピークが増加した。 

Fig.2にアニール時間を 1時間一定とし、温

度を変えたラマン測定の結果を示す。150℃

でのアニールでは 300cm
-1付近のピークがご

くわずかに観測される程度であるが、アニー

ル温度の上昇とともにピーク強度が増加し

ていることがわかる。 

 XPS 測定により深さ方向の組成分布を測

定したところアズデポでは Cu の拡散は観測

されないが、100℃のアニールにより膜中に

Cuが拡散していることが分かった。 

【結論】めっき Ge 膜を N2中でアニールする

ことにより 150℃で結晶化が生じていること

が分かった。また、膜中に Cuが拡散して存在

することも分かった。 
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Fig.1 XRD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 Raman Shift 
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